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Впервые нами исследована термолюминесценция (ТЛ) в кристалле           Ca(AlxGa1-x)2S4:Eu2+. Соединение Ca(AlxGa1-x)2S4,в котором х = 0.1 ÷ 0.3, синтезировалось методом твердфазных реакций из порошковых  компонентов CaS, Al2S3   и  Ga2S3,взятых в стехиометрических соотношениях в откачанных до вакуума 10-4мм рт.ст. графитизированных  кварцевых ампулах  по реакции

CaS + x(Al2S3) + (1-x)(Ga​2S3) [image: image2.png]1100 *C



Ca(AlxGa1-x)2S4      
Рентгендифрактограмма была снята на рентгендифрактометре D8 AdvanceДифрактометр(фирмы Bruker).Анализ рентгеновской дифракции показал, что полученное соединение имеет орторомбическую структуру  с одновременным наличием двойникования  и сверхструктуры с пространственной группой 
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Температура синтеза и его продолжительность составляла 1100°С и 8 ч. Полученное соединение Ca(AlxGa1-x)2S4 активировалось европием. ТЛ исследована по ранее известной методике [1]. Образцы возбуждались ртутной лампой ПРК4 с длиной волны 265нм в течение 3 минут при температуре жидкого азота. Кривые свечения записывались при скорости нагрева 0,17К/с в температурном интервале 80-350К.  Как покаэали наши исследования, по мере увеличения замещения ионов Al  на Ga спектр ТЛ изменяется и мы наблюдаем следующие пики ТЛ: 187 и 264К Ca(Al0.1Ga0.9)2S4 при 95,165,179 и 232К ( х = 0.1) при  157,197,239 и 297К ( х = 0.2,); 102,133,259, и 297К   ( х = 0.3).Установлено , что подобные пики характерны для тройных и редкоземельных халькогенидов, входящих в группу МIIМ2IIIХ4VI и  обусловлены электронными  ловушками (ЭЛ)  с квазинепрерывным  распределением уровней в интервале энергий (0.2-0.7эВ).В спектре ТЛ не проявляются пики характерные для чистого, т.е нелегированного  кристалла  Ca(AlxGa1-x)2S4, поэтому есть основание полагать, что  частичное замещение ионов   Ga  ионами Al вносит в термолюминесценцию дефекты, созданные за счет  указанного замещения, тогда как ловушки в чистом кристалле можно отождествлять с собственными  дефектами. Пользуясь  реэультатами проведенных нами исследований ТЛ и литературными данными были определены такие важнейшие параметры ловушечных уровней, как : энергия активации (0.2 ÷0.5 эВ), сечение захвата  (10-18÷10-17см2), частотный фактор(108÷109с-1) и концентрация (1016÷1017см-3), играющих решающую роль при выяснении механизма ТЛ. 
Анализируя экспериментальные  результаты можно заключить , что увеличение содержания Al  в кристалле Ca(AlxGa1-x)2S4:Eu2+  приводит к образованию новых дефектов, которые участвуют в формировании новых полос в спектрах ТЛ этого кристалла.
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